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ABSTRAKSI

Rangkaian terpadu dewasa ini banyak dipergunakan dalam rangkaian-rangkaian
elektronika. Namun para konsumen rangkaian terpadu kurang mengetahui apakah
rangkaian terpadu yang dipergunakannya tersebut dapat memberikan hasil sesuai dengan
yang diinginkannya. Sehingga perfu dilakukan analisa terhadap rangkaian-rangkaian
terpadu untuk mengetahui keluaran yang dihasilkannya.

Pada analisis terhadap IC LM3089N, di analisa bagian penguat dari frekuensi antara.
Masukan pertama dari penguat ini diberikan nilat 1V, 2V dan 3V. Sedangkan masukan
keduanya hanya diberikan nilai 2V. Lima buah 1C LM3089N akan dianalisa dengan tiap
IC-nya akan diukur sebanyak tiga kali untuk setiap beda masukan yang diberikan.

Hasil dari analisis yang dilakukan menunjukkan adanya penguatan saat ada selisih
antara masukan pertama dan kedua (masukan pertama lebih positif dibandingkan
masukan kedua). Pada saat masukan pertama dan kedua diberikan masukan yang bernilai

sama, keluarannya masih menunjukkan nilai yang cukup besar, yang idealnya adaiah nol.
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